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Sintese e caracterizacao de nanoparticulas de oxido de niquel sob substrato de titanio dopado com diferentes

concentracgoes de niquel
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tipica banda de absorgao de Ni dopado em TiO,. Em 500 e 600°C ha

A baixa estabilidade de sensibilizadores organicos é uma das um decréscimo na intensidade dessa banda sugerindo uma
principais causas da curta vida util das células solares sensibilizadas mudanca na forma como o Ni esta organizado no material. E por fim
por corantes (DSSCs). Dessa forma, o desenvolvimento de a 700 e 800°C o espectro mostra bandas caracteristicas de NiTiO,,
sensibilizadores de alta eficiéncia e longa estabilidade tém sido o sugerindo a formacao desse material a altas temperaturas. Para
objetivo de diversos grupos de pesquisa. Nas ultimas décadas, entender essa diferenca foram realizadas medidas de XPS para Ni 2p,
nanoparticulas de didxido de titanio com diferentes morfologias onde mostra uma crescimento da concentragao de Ni na superficie
consolidaram-se como uma das opcdes mais vidveis de foto-anodo, da amostra conforme aumenta a temperatura. Na fig. 3 sao
devido a sua eficiente transferéncia de carga. No entanto, apresentados as medidas de banda de conducdo (BC) por Mott-

Schottky que apresentam um decréscimo no nivel da BC com a
dopagem, e um leve deslocamento positivo da banda com a
temperatura. Medidas em toda a faixa de temperatura estuda ainda
se fazem necessarias.
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semicondutores de TiO, apresentam absor¢dao apenas na regiao c
UV (band gap 3,2eV), tornando imprescindivel a utilizacao c
sensibilizadores. Neste trabalho, & descrito um método simples d
obtencao de TiO, sensibilizado com NiTiO; utilizando TiO, dopad
com Ni como precursor. TiO, e NiTiO,/ 1% Ni foram sintetizados pe
método hidrotermal a 200 °C e tratados termicamente em
temperaturas variando de 300 °C a 800 °C em ar atmosférico.
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O objetivo deste trabalho € a sintese e caracterizacao de
NiTiO; em um substrato de TiO, partindo do TiO, /1%Ni, bem
como sua aplicacao em células solares.
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Figura 3. Graficos de Mott-Schottky para as amostras de TiO, puro (a) e TiO, 1% Ni

a) TiO, D) TiO, 1% Ni calcinadas a 300°C (b), 400°C©, 500°C(d) e 550°C (f) durante 3 horas.
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Figura 1. Difratogramas obtidos para (a) TiO, e (b) TiO, 1% Ni sintetizados. 1. Yue-Ying Li, Jian-Gan Wang, Huan-Huan Sun, Bingging Wei. ACS Aplied Materials &

Interfaces 10 (2018) 11580-11586.
2. Jiawei Gong, K. Sumathy, Qiquan Qiao, Zhengping Zhou. Renewable and Sustainable
Energy Reviews 68 (2017) 234-246.

A analise de DRX (fig. 1) mostram que a mudanca de fase
anatase-rutilo é influenciada pela dopagem com Ni, ocorrendo na
mesma faixa de temperatura em que ocorre a formagao de NiTiO,,
de acordo com a Figura 2.
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